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MONOCRYSTAL BY CRYSTALLIZING SAID MONOCRYSTAL IN A MELTING 

HERSTELLUNG EINES EINKRISTALLS DURCH KRISTALLISIEREN DES 

(57) Abstract: The invention relates to a device for producing a monocrystal by 
crystallizing said monocrystal in a melting area. Said device comprises a housing, an 
inductor for producing heat in the melting area, an after heater which surrounds the 
crystallizing monocrystal and subjected to heat radiation, 	also 	comprising 	a 
separating base which defines in a downward manner, on a lower end of the after 
heater, an intermediate space between the after heater and a wall of the housing. 
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(57) Zusammenfassung: Vorrichtung zur Herstellung eines Einkristalls durch 
Kristallisieren des Einkristalls an einer Schmelzenzone, umfassend ein Gehause, 
einen Induktor zum Erzeugen von Warme in der Schmelzenzone, einen Nachheizer, 
der den kristallisierenden Einkristall umgibt und mit Warmestrahlung beaufschlagt, 
und einen Trennboden, der einen Zwischenraum zwischen dem Nachheizer und einer 
Wand des Gehauses an einem unteren Ende des Nachheizers nach unten hin 
begrenzt. 
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